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摘 要

本研究是以四氯化鈦作為先驅物,利用溶膠-凝膠法(Sol-Gel)製備二氧化鈦鍍膜液，經旋轉塗佈機以5000rpm 均勻上膜，以製

作延伸式閘極感測結構(Extended Gate structures)。吾人利用X光繞射儀(X-Ray Diffraction，XRD)，掃描式電子顯微

鏡(Scanning Electron Microscope，SEM)，分析所合成之TiO2薄膜，並利用I-V量測設備(Keithley 236 source meter)量測與感

測TiO2薄膜聯接之CD4007場效電晶體在不同氫離子濃度下之感測度變化情況。本論文比較以無機鈦鹽為先驅物所製備之

延伸式閘極感測結構與傳統有機鈦醇鹽類所製備者，對氫離子感測特性之影響。同時並比較TiO2薄膜披覆前後之感測特性

變化，以及在薄膜製備過程中，不同退火溫度處理之感測結構其感測特性差異情形。 研究中發現：藉由氧之填補，

使TiO2薄膜之結晶度增加，同時減少晶格中之氧空缺與Ti-O懸鍵數，形成較為良好之薄膜結構；退火溫度與感測膜種類

影響此結構之感測特性：當感測結構為ITO/Glass時，其氫離子感測度由80.92μA/pH（300℃退火）上升至122.21μA/pH

（500℃退火）。當感測結構為TiO2/ITO/Glass 時，氫離子感測度則由78.01μA /pH（300℃退火）下降至68.96μA /pH

（500℃退火）。
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